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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御信号を供給する行状の走査線と、映像信号を供給する列状の信号線と、両者が交差
する部分に配された行列状の画素とが、基板上に形成され、
　前記画素は、発光素子と、前記信号線から供給された映像信号に応じて駆動電流を該発
光素子に供給するドライブトランジスタとを含み、
　前記発光素子は、アノード及びカソードになる一対の電極と、その間に保持された発光
層とからなり、
　前記一対の電極のうち少なくとも片方をＮ個に分割することで、該発光素子がＮ個のサ
ブ発光素子に分割され、該発光素子のうち一つのサブ発光素子に欠陥がある場合、該欠陥
のあるサブ発光素子は該画素のドライブトランジスタから切り離されており、該欠陥のな
い（Ｎ－１）個のサブ発光素子に、画素が正常な場合に比べて（Ｎ－１）／Ｎの駆動電流
が供給されるように、該（Ｎ－１）／Ｎの駆動電流に対応する映像信号が該画素のドライ
ブトランジスタに供給される
　表示装置。
【請求項２】
　制御信号を供給する行状の走査線と、映像信号を供給する列状の信号線と、両者が交差
する部分に配された行列状の画素とが、基板上に形成され、
　前記画素は、発光素子と、前記信号線から供給された映像信号に応じて駆動電流を該発
光素子に供給するドライブトランジスタとを含み、
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　前記発光素子は、アノード及びカソードになる一対の電極と、その間に保持された発光
層とからなり、
　前記一対の電極のうち少なくとも片方はＮ個に分割されてなり、
　前記分割された電極のうち一つの電極が前記一対の電極のうちもう一方の電極と短絡し
ている場合、短絡している該分割された一つの電極は該画素のトランジスタから切り離さ
れており、短絡していない残りの（Ｎ－１）個の電極を介して、前記発光層に、画素が正
常な場合に比べて（Ｎ－１）／Ｎの駆動電流が供給されるように、該（Ｎ－１）／Ｎの駆
動電流に対応する映像信号が該画素のドライブトランジスタに供給される
　表示装置。
【請求項３】
　前記信号線に前記映像信号を供給するための信号ドライバを含み、
　前記信号ドライバは、１つのサブ発光素子に欠陥の生じた画素に書き込むべき映像信号
のレベルを制御して、前記駆動電流が正常時の（Ｎ－１）／Ｎとなるようにする
　請求項１記載の表示装置。
【請求項４】
　制御信号を供給する行状の走査線と、映像信号を供給する列状の信号線と、両者が交差
する部分に配された行列状の画素とが、基板上に形成され、
　前記画素は、発光素子と、前記信号線から供給された映像信号に応じて駆動電流を該発
光素子に供給するドライブトランジスタとを含み、
　前記発光素子は、アノード及びカソードになる一対の電極と、その間に保持された発光
層とからなる薄膜素子であり、
　前記一対の電極のうち少なくとも片方をＮ個に分割することで、該発光素子がＮ個のサ
ブ発光素子に分割され、
　一つのサブ発光素子に欠陥がある場合、該欠陥のあるサブ発光素子は該画素のドライブ
トランジスタから切り離されており、該欠陥のない（Ｎ－１）個のサブ発光素子に、画素
が正常な場合に比べて（Ｎ－１）／Ｎの駆動電流が供給されるように、該（Ｎ－１）／Ｎ
の駆動電流に対応する映像信号が該画素のドライブトランジスタに供給される
　表示装置の駆動方法。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の表示装置を備える
　電子機器。
【請求項６】
　行列状に配された、発光素子を含む各画素に対して、滅点検出を行う工程と、
　滅点が検出された前記画素を修復する工程と、
　修復がされた前記画素の位置情報を記憶部に記憶させる工程とからなり、
　前記記憶部に記憶されている前記位置情報に基づき、前記修復がされた前記画素に対す
る駆動電流が、画素が正常な場合に比べて（Ｎ－１）／Ｎとなるように、該（Ｎ－１）／
Ｎの駆動電流に対応する映像信号を該画素に供給する駆動部を有する
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子を含む画素を有する表示装置、表示装置の駆動方法及び製造方法、
並びに電子機器に関する。より詳しくは画素の欠陥を修復する技術の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年平面型の表示装置として、有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）表示装置が注目
されている。この有機ＥＬ表示装置は、自発光性素子を画素とすることから視野角が広く
バックライトを必要とせず薄型化が可能であり、消費電力が抑えられ、かつ応答速度が高
いといった特徴を有している。
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【０００３】
　この有機ＥＬ表示装置は、基板上にアノード電極とカソード電極と両者の間に保持され
発光機能を有する有機発光層とからなる有機ＥＬ素子をマトリクス状に配置することによ
り構成される。
【０００４】
　この有機ＥＬ素子を形成する際、空中に浮遊する微細な異物などがアノード電極とカソ
ード電極との間に付着すると、短絡欠陥が生じ有機ＥＬ素子が発光せず、いわゆる滅点不
良として視認される。この滅点不良を修復する技術が従来から開発されており、例えば以
下の特許文献１に記載がある。
【特許文献１】特開２００８－０６５２００公報
【０００５】
　特許文献１に記載されたアクティブなマトリクス表示装置は、制御信号を供給する行状
の走査線と、映像信号を供給する列状の信号線と、両者が交差する部分に配された行列状
の画素とが、基板上に形成されている。この画素は、制御信号に応じて映像信号を取り込
むサンプリングトランジスタと、取り込んだ映像信号に応じて駆動電流を生成するドライ
ブトランジスタと、駆動電流の供給を受け映像信号に応じた輝度で発光する発光素子とを
含む。この発光素子は、アノード及びカソードになる一対の電極と、その間に保持された
発光層とから成る二端子型の薄膜素子である。一対の電極のうち少なくとも片方を複数個
に分割することで、発光素子が複数個のサブ発光素子に分割されている。複数のサブ発光
素子は、ドライブトランジスタから駆動電流の供給を受け、全体として映像信号に応じた
輝度で発光する。一つのサブ発光素子に短絡欠陥がある場合、これを画素から切り離して
、駆動電流を残りのサブ発光素子に供給し、以って残りのサブ発光素子で映像信号に応じ
た輝度の発光を維持可能にしている。
【０００６】
　特許文献１に記載されたアクティブマトリクス表示装置では、予め１個の画素に含まれ
る１個の発光素子を複数のサブ発光素子、例えば一対のサブ発光素子に分割している。そ
して、一方のサブ発光素子に短絡欠陥が生じた場合、これを画素回路から切り離すことで
容易に滅点不良を修復することができる。一対のサブ発光素子の両方に異物などの付着な
どで同時に短絡欠陥が生じる確率は極めて低い。通常は、一方のサブ発光素子にのみ短絡
欠陥が生じる。ただしこのままでは短絡部に電流が集中するため、両方のサブ発光素子が
共に発光せず画素としては滅点不良になる。そこで短絡欠陥が生じたサブ発光素子を切り
離すことで、残りのサブ発光素子に駆動電流を供給し、滅点不良から救済することができ
る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　短絡欠陥の生じたサブ発光素子を切り離して修復を行った画素（以下本明細書では修復
画素と呼ぶ）であっても、その駆動電流はもともと正常な画素（以下本明細書では正常画
素と呼ぶ）と同じ量が流れる。従って、発光輝度は修復画素と正常画素とで同じレベルと
なり外観的な相違は目立たない。
【０００８】
　しかしながら、修復画素は正常画素に比べて時間の経過と共に輝度の低下が進行すると
いう問題がある。修復画素は正常画素に比べて輝度劣化が早い。一般的に発光素子は時間
の経過と共に輝度が低下する傾向（以下本明細書ではこれを輝度劣化と呼ぶ）がある。正
常画素に比べ修復画素は、短絡欠陥の生じたサブ発光素子を切り離すため、残りのサブ発
光素子に流れる電流密度が高くなる。電流密度が高いほど輝度劣化が進むので、結果的に
修復画素は正常画素に比べて輝度劣化の進行が早い。換言すると、時間の経過と共に正常
画素と修復画素の輝度差が顕著となり、ある時点で修復画素は閾値レベル以下となって滅
点欠陥に陥るという課題がある。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　上述した従来の技術の課題に鑑み、本発明の表示装置、表示装置の駆動方法、駆動制御
装置、電子機器、及び表示装置の製造方法は、修復画素の輝度劣化の進行を抑制可能とす
ることを目的とする。係る目的を達成するために以下の手段を講じた。
　即ち、本発明の第１の側面の表示装置は、制御信号を供給する行状の走査線と、映像信
号を供給する列状の信号線と、両者が交差する部分に配された行列状の画素とが、基板上
に形成され、前記画素は、発光素子と、前記信号線から供給された映像信号に応じて駆動
電流を該発光素子に供給するドライブトランジスタとを含み、前記発光素子は、アノード
及びカソードになる一対の電極と、その間に保持された発光層とからなり、前記一対の電
極のうち少なくとも片方をＮ個に分割することで、該発光素子がＮ個のサブ発光素子に分
割され、該発光素子のうち一つのサブ発光素子に欠陥がある場合、該欠陥のあるサブ発光
素子は該画素のドライブトランジスタから切り離されており、該欠陥のない（Ｎ－１）個
のサブ発光素子に、画素が正常な場合に比べて（Ｎ－１）／Ｎの駆動電流が供給されるよ
うに、該（Ｎ－１）／Ｎの駆動電流に対応する映像信号が該画素のドライブトランジスタ
に供給される。
　本発明の第２の側面の表示装置は、制御信号を供給する行状の走査線と、映像信号を供
給する列状の信号線と、両者が交差する部分に配された行列状の画素とが、基板上に形成
され、前記画素は、発光素子と、前記信号線から供給された映像信号に応じて駆動電流を
該発光素子に供給するドライブトランジスタとを含み、前記発光素子は、アノード及びカ
ソードになる一対の電極と、その間に保持された発光層とからなり、前記一対の電極のう
ち少なくとも片方はＮ個に分割されてなり、前記分割された電極のうち一つの電極が前記
一対の電極のうちもう一方の電極と短絡している場合、短絡している該分割された一つの
電極は該画素のトランジスタから切り離されており、短絡していない残りの（Ｎ－１）個
の電極を介して、前記発光層に、画素が正常な場合に比べて（Ｎ－１）／Ｎの駆動電流が
供給されるように、該（Ｎ－１）／Ｎの駆動電流に対応する映像信号が該画素のドライブ
トランジスタに供給される。
　本発明の第３の側面の表示装置の駆動方法は、制御信号を供給する行状の走査線と、映
像信号を供給する列状の信号線と、両者が交差する部分に配された行列状の画素とが、基
板上に形成され、前記画素は、発光素子と、前記信号線から供給された映像信号に応じて
駆動電流を該発光素子に供給するドライブトランジスタとを含み、前記発光素子は、アノ
ード及びカソードになる一対の電極と、その間に保持された発光層とからなる薄膜素子で
あり、前記一対の電極のうち少なくとも片方をＮ個に分割することで、該発光素子がＮ個
のサブ発光素子に分割され、一つのサブ発光素子に欠陥がある場合、該欠陥のあるサブ発
光素子は該画素のドライブトランジスタから切り離されており、該欠陥のない（Ｎ－１）
個のサブ発光素子に、画素が正常な場合に比べて（Ｎ－１）／Ｎの駆動電流が供給される
ように、該（Ｎ－１）／Ｎの駆動電流に対応する映像信号が該画素のドライブトランジス
タに供給される。
【００１０】
　本発明の第４の側面の電子機器は、前記第１乃至第3の側面のいずれかの表示装置を備
える。
　本発明の第５の側面の表示装置の製造方法は、前記第第１乃至第3の側面のいずれかの
表示装置の製造方法であって、行列状に配された、発光素子を含む各画素に対して、滅点
検出を行う工程と、滅点が検出された前記画素を修復する工程と、修復がされた前記画素
の位置情報を記憶部に記憶させる工程とからなり、前記記憶部に記憶されている前記位置
情報に基づき、前記修復がされた前記画素に対する駆動電流が、画素が正常な場合に比べ
て（Ｎ－１）／Ｎとなるように、該（Ｎ－１）／Ｎの駆動電流に対応する映像信号を該画
素に供給する駆動部を有する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、修復画素の輝度劣化の進行を抑制することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。図１は本発明に係るアクテ
ィブマトリクス表示装置の第一実施形態を示す全体構成ブロック図である。図示するよう
に、本表示装置は、画素アレイ部１と周辺の回路部とで構成されている。回路部は水平セ
レクタ３とライトスキャナ４を備えている。画素アレイ部１は列状の信号線ＳＬと行状の
走査線ＷＳを備えている。各信号線ＳＬと走査線ＷＳの交差する部分に画素２が配されて
いる。ライトスキャナ４はシフトレジスタを備えており、外部から供給されるクロプ信号
ｃｋに応じて動作し同じく外部から供給されるスタートパルスｓｐを順次転送することで
、走査線ＷＳに順次制御信号を出力する。水平セレクタ３は、ライトスキャナ４側の線順
次走査に合わせて映像信号を信号線ＳＬに供給する。
【００１３】
　図２は、図１に示した表示装置の１画素分の構成例を示す回路図である。画素２は、サ
ンプリングトランジスタＴ１とドライブトランジスタＴ２と、保持容量Ｃ１と、発光素子
ＥＬとを含む。サンプリングトランジスタＴ１は、そのソースが信号線ＳＬに接続し、ゲ
ートが走査線ＷＳに接続し、ドレインがドライブトランジスタＴ２のゲートＧに接続して
いる。ドライブトランジスタＴ２は、そのドレインが電源に接続し、ソースＳが発光素子
ＥＬのアノードに接続している。発光素子ＥＬのカソードは接地されている。保持容量Ｃ
１はドライブトランジスタＴ２のゲートＧとソースＳとの間に接続されている。
【００１４】
　係る構成において、サンプリングトランジスタＴ１は走査線ＷＳから供給された制御信
号に応じてオンし、信号線ＳＬから供給された映像信号を取り込む。取り込まれた映像信
号は保持容量Ｃ１に保持される。ドライブトランジスタＴ２は、保持容量Ｃ１に保持され
た映像信号に応じて駆動電流を生成する。本例では、ドライブトランジスタＴ２は飽和領
域で動作し、ゲート電圧Ｖｇｓに応じてドレイン電流Ｉｄｓを出力している。ゲート電圧
Ｖｇｓが保持容量Ｃ１に保持された映像信号に相当し、ドレイン電流Ｉｄｓが駆動電流と
して発光素子ＥＬに供給される。発光素子ＥＬは、駆動電流（Ｉｄｓ）の供給を受けて映
像信号（Ｖｇｓ）に応じた輝度で発光する。
【００１５】
　発光素子ＥＬは、アノード及びカソードになる一対の電極と、その間に保持された発光
層等からなる二端子型の薄膜素子である。一対の電極のうち少なくとも片方を複数個に分
割することで、発光素子ＥＬが複数のサブ発光素子に分割されている。本例ではアノード
側を３分割することで、発光素子ＥＬは３個のサブ発光素子ＥＬ１，ＥＬ２，ＥＬ３に分
かれている。但し本発明はこれに限られるものではなく、発光素子ＥＬは４分割もしくは
５分割以上としても良い。複数のサブ発光素子ＥＬ１乃至ＥＬ３は、一方のドライブトラ
ンジスタＴ２から駆動電流（Ｉｄｓ）の供給を受け、全体として映像信号（Ｖｇｓ）に応
じた輝度で発光する。一つのサブ発光素子（例えばＥＬ２）に欠陥がある場合、これを画
素２から切り離して、駆動信号（Ｉｄｓ）を残りのサブ発光素子（ＥＬ１，ＥＬ３）に供
給し、以って残りのサブ発光素子（ＥＬ１，ＥＬ３）で映像信号（Ｉｄｓ）に応じた輝度
の発光を維持する。発光素子ＥＬは切り離したサブ発光素子の有無に関わらず、駆動電流
（Ｉｄｓ）に応じた輝度で発光する。従って欠陥のあるサブ発光素子を切り離して修復し
た画素（以下修復画素と呼ぶ）は、もともと正常な画素（以下正常画素と呼ぶ場合がある
）と同じ輝度で発光することができる。
【００１６】
　図３は、図２に示した画素回路の動作状態を示す模式的な回路図である。（Ａ）は正常
画素の動作を表している。図示するように、ドライブトランジスタＴ２は、サンプリング
トランジスタＴ１を介して保持容量Ｃ１に書き込まれた映像信号に応じて、ドレイン電流
Ｉｄｓを発光素子ＥＬに供給する。発光素子ＥＬは３つのサブ発光素子ＥＬ１，ＥＬ２，
ＥＬ３に分割されている。正常画素の場合、ドレイン電流Ｉｄｓはその３分の１の電流量
が各サブ発光素子ＥＬ１，ＥＬ２，ＥＬ３に流れる。全体として画素２の発光素子ＥＬに
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はドレイン電流Ｉｄｓが流れることになる。周知のように、発光素子ＥＬは駆動電流に応
じた輝度で発光する。
【００１７】
　（Ｂ）は修復画素の動作を表している。本例では、サブ発光素子ＥＬ３に異物付着など
で短絡欠陥が生じている。サブ発光素子ＥＬ３の短絡欠陥をそのままにしておくと、ドラ
イブトランジスタＴ２から供給されたドレイン電流Ｉｄｓがほとんど短絡欠陥のサブ発光
素子ＥＬ３を通って流れてしまうため、画素２に全体としてみると滅点欠陥になってしま
う。そこで短絡欠陥の生じたサブ発光素子ＥＬ３をドライブトランジスタＴ２のソースか
ら切り離している。この状態を図では模式的にサブ発光素子ＥＬ３に×印を付けて表して
ある。このようにすると、ドライブトランジスタＴ２から供給されたドレイン電流Ｉｄｓ
は二つに分かれて、２分の１の電流量が各サブ発光素子ＥＬ１，ＥＬ２に流れる。修復画
素でもやはりトータルでＩｄｓが発光素子ＥＬに流れるため、（Ａ）に示した正常画素と
同じ輝度で発光する。よって、見かけ上は（Ａ）の正常画素と（Ｂ）の修復画素とで差は
ない。以上により、短絡欠陥の生じた画素を修復することができる。
【００１８】
　図４は、図２及び図３に示した画素の具体的な層構成を示す模式的な断面図であり、図
示を簡略化するため２個の画素を表してある。図示するように各画素はガラスなどの基板
５０の上に形成されている。基板５０の裏面は金属などの遮光層５１で被覆されている。
各画素は基本的に発光素子ＥＬとこれを駆動する画素回路２とで構成されている。基板５
０の上には薄膜トランジスタや薄膜容量などの薄膜素子からなる画素回路２が形成されて
いる。基板５０の上には同時に電源配線５２も形成されている。これらの画素回路２及び
電源配線５２などは平坦化膜５３によって被覆されている。この平坦化膜５３の上に発光
素子ＥＬが形成されている。発光素子ＥＬはアノードＡとカソードＫと両者の間に保持さ
れた有機発光層５４とで構成されている。アノードＡは画素単位で区切られており、平坦
化膜５３に形成されたコンタクトホールを介して対応する画素回路２に接続している。平
坦化膜５３の上にはこのアノードＡに加え、補助配線５５も形成されている。アノードＡ
及び補助配線５５は有機発光層５４によって被覆されている。有機発光層５４の上にカソ
ードＫが形成されている。このカソードＫは各画素に対して共通に形成されており、有機
発光層５４中に形成されたコンタクトホールを介して補助配線５５に接続している。カソ
ードＫはＩＴＯなどの透明電極材料からなる。
【００１９】
　本発明の特徴事項として、一対の電極のうち少なくとも片方を少なくとも分割すること
で、発光素子ＥＬが例えば３個のサブ発光素子ＥＬ１，ＥＬ２，ＥＬ３に分割されている
。図示の例では、アノードがＡ１，Ａ２，Ａ３と３分割されている一方、カソードＫは各
画素で共通に形成されている。なお本実施例では発光素子ＥＬが３個のサブ発光素子ＥＬ
１，ＥＬ２，ＥＬ３に３分割されているが、これに限られるものではない。発光素子は２
分割もしくは４分割あるいは５分割以上とすることができる。右側の画素で例えばサブ発
光素子ＥＬ１に異物５７の付着などで短絡欠陥がある場合、これを画素回路２から切り離
して駆動電流を残りの正常なサブ発光素子Ａ２，Ａ３に供給し、以って映像信号に応じた
輝度の発光を維持可能にしている。
【００２０】
　仮に短絡欠陥の生じたサブ発光素子を放置しておくと、画素回路２からアノードＡに供
給された駆動電流が有機発光層５４を通過することなく導電性の異物５７に集中してカソ
ードＫ側に流れ、補助配線５５を介して接地に落ちる。駆動電流は流れるものの有機発光
層５４はほとんど発光せず、画素全体が滅点不良となる。そこで本発明では、短絡欠陥の
生じたサブ発光素子ＥＬ１を切り離すことで画素の滅点化を防ぎ、パネルの製造歩留まり
を改善している。
【００２１】
　図５は、画素の輝度劣化の進行程度を示すグラフである。縦軸に駆動電流を示し、横軸
に経過時間をとってある。縦軸の駆動電流は初期値を１として規格化してある。輝度は駆
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動電流に比例する。本例は、１個の画素の発光素子を５つのサブ発光素子に５分割した場
合であり、修復画素と正常画素のそれぞれについて輝度の経時的な変化を示している。
【００２２】
　グラフから明らかなように、修復画素及び正常画素共に時間の経過に従って輝度が低下
している。しかしながら、修復画素と正常画素で輝度劣化の進行速度が異なる。修復画素
はサブ発光素子１個当りの駆動電流が高くなるため、その分輝度劣化速度が速くなる。初
期段階では修復画素と正常画素で輝度は同じであるが、２５０００時間を経過すると、両
者の間におよそ５０％の輝度差が生じる。２５０００時間を超えると修復画素の輝度は正
常画素に比べて半分となっており、滅点欠陥とされる確率が高くなる。このように滅点発
生初期段階では修復の効果で欠陥視されなかった画素が時間の経過とともに急速に輝度劣
化が起き、後発不良の原因となってしまう。
【００２３】
　上述した後発点欠陥に対処するため、本発明では正常画素に比べて修復画素に供給する
駆動電流を（Ｎ－１）／Ｎに抑えている。図６－１は本発明に係る表示装置の輝度変化を
示すグラフである。縦軸に規格化した駆動電流をとり、横軸に経過時間をとってある。駆
動電流は初期値を１としている。比較を容易にするため、このグラフは本発明に従って対
策済の修復画素に加え、未対策の修復画素及び正常画素の輝度変化も表してある。
【００２４】
　グラフから明らかなように、対策済の修復画素は未対策の修復画素に比べ、初期値で輝
度が２０％低い。これは、修復画素に供給する駆動電流を本発明に従って（Ｎ－１）／Ｎ
＝（５－１）／５＝０．８に下げたためである。初期的に見ると対策済の修復画素は正常
画素に比べ輝度が２０％程度低い。しかしながらこの程度の輝度の差は視覚的にはほとん
ど見分けることができず、滅点欠陥とはならない。
【００２５】
　この後は時間の経過とともに輝度劣化が進行し、発光輝度が低下していく。未対策の修
復画素はサブ発光素子１個当りの電流量が大きくなるため、正常画素に比べ輝度劣化の進
行速度が大きい。２５０００時間経過後では、未対策の修復画素の輝度は正常画素に比べ
５０％低下する。このため滅点欠陥に陥る可能性が多い。一方対策済の修復画素は劣化進
行速度が正常画素と同じであり、２５０００時間経過後でも両者の輝度の差は２０％で初
期と変わりない。従って後発点欠陥が発生することはない。
【００２６】
　本発明では、修復画素の駆動電流の初期値を正常画素に比べて（Ｎ－１）／Ｎに制御し
ている。この制御を行うため、例えばパネル１に外部から供給する映像信号のレベルを調
整している。換言すると、修復画素に書き込むべき映像信号のレベルを制御して、丁度修
復画素に流れる駆動電流が（Ｎ－１）／Ｎとなるように調節する。図６－２はこのような
制御方式を示す模式的なブロック図である。図示するように、外部から供給された映像信
号はタイミングジェネレータ（ＴＧ）部に含まれるレベルシフタでレベル変換された後、
アクティブマトリクス表示装置側のデータドライバ（水平セレクタ）３に供給される。デ
ータドライバ３に供給された調整済の映像信号は信号線を介して表示装置の画素アレイ部
（パネル）１に供給される。
【００２７】
　出荷前検査で予め滅点検出を行い、画素の修復を実施する。パネル１上における個々の
修復画素の位置を補正用メモリに書き込む。また正常画素の輝度データも測定し、補正用
メモリに書き込んでおく。
【００２８】
　タイミングジェネレータ部に含まれるレベルシフタは、丁度修復画素に書き込むべき映
像信号のみをレベルシフトしてデータドライバ３側に供給する。その際、予め測定した正
常画素の輝度に対し修復画素の輝度が（Ｎ－１）／Ｎとなるように映像信号のレベルを調
節する。この結果、データドライバ３から線順次走査に応じて逐次信号線に出力される映
像信号により、正常画素と修復画素の電流差を１／Ｎに保つことができ、後発点欠陥が発
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生することがない。
　本発明によれば、正常画素に流れる駆動電流を1＝Ｎ／Ｎとすると、修復画素に流す駆
動電流は出荷段階で（Ｎ－１）／Ｎに抑えている。換言すると修正画素に流す駆動電流は
正常画素に流す駆動電流の１／Ｎだけ少なくしている。ここでＮは画素１個当りに含まれ
る複数のサブ発光素子の個数である。修復画素は短絡欠陥の生じたサブ発光素子をドライ
ブトランジスタから切り離しているので、発光に寄与する有効なサブ発光素子の個数は、
正常画素に比べて１つ少ない。従って、サブ発光素子１個当りに流れる駆動電流を比較す
ると、正常画素と修復画素で等しくなっている。この結果、修復画素と正常画素で輝度劣
化の進行程度が同じとなり、時間が経過しても正常画素と修復画素とで輝度差が生じない
。出荷段階で修復画素に流す電流を１／Ｎだけ抑えれば、その後修復画素の輝度劣化を正
常画素と同じレベルに抑制できるので、修復画素のみが将来滅点化する恐れはない。一方
出荷段階で修復画素は正常画素に比べ１／Ｎだけ駆動電流が少ないため、その分輝度に差
が生じる。しかしながらこの輝度差が許容範囲内であれば、表示装置のパネルとしては良
品となり歩留まりの改善に繋がる。出荷段階で良品であれば、その後輝度劣化は修復画素
と正常画素で相違がないので、特に信頼性上の問題はない。
【００２９】
　図７は、本発明に係るアクティブマトリクス表示装置の第二実施形態を示す全体ブロッ
ク図である。図示するように、本表示装置は、画素アレイ部１とこれを駆動する駆動部（
３，４，５）とからなる。画素アレイ部１は、行状の走査線ＷＳと、列状の信号線ＳＬと
、両者が交差する部分に配された行列状の画素２と、各画素２の各行に対応して配された
給電線ＤＳとを備えている。駆動部（３，４，５）は、各走査線ＷＳに順次制御信号パル
スを供給して画素２を行単位で線順次走査する制御用スキャナ（ライトスキャナ）４と、
この線順次走査に合わせて各給電線ＤＳに第１電位と第２電位で切換る電源電圧を供給す
る電源スキャナ（ドライブスキャナ）５と、この線順次走査に合わせて列状の信号線ＳＬ
に映像信号となる信号電位と基準電位を供給する信号セレクタ（水平セレクタ）３とを備
えている。なおライトスキャナ４は外部から供給されるクロック信号ＷＳｃｋに応じて動
作し同じく外部から供給されるスタートパルスＷＳｓｐを順次転送することで、各走査線
ＷＳに制御信号パルスを出力している。ドライブスキャナ５は外部から供給されるクロッ
ク信号ＤＳｃｋに応じて動作し、同じく外部から供給されるスタートパルスＤＳｓｐを順
次転送することで、給電線ＤＳの電位を線順次で切換えている。
【００３０】
　図８は、図７に示した表示装置に含まれる画素２の具体的な構成を示す回路図である。
図示するように信号セレクタ（水平セレクタ）３は、線順次走査に合わせて列状の信号線
ＳＬに映像信号となる信号電位Ｖｓｉｇと基準電位Ｖｏｆｓを供給している。この線順次
走査は、各走査線ＷＳに水平周期で順次パルス状の制御信号を印加することにより行われ
る。この線順次走査と合わせるように、信号セレクタ３は、１水平周期（１Ｈ）内で信号
電位Ｖｓｉｇと基準電位Ｖｏｆｓを切換えている。
【００３１】
　かかる構成において、サンプリングトランジスタＴ１は、信号線ＳＬに供給された映像
信号が信号電位Ｖｓｉｇにある時間帯に、制御用スキャナ（ライトスキャナ）４から走査
線ＷＳに供給された制御パルスが立上ってから立下るまでの間オンし、信号線ＳＬから信
号電位Ｖｓｉｇをサンプリングして保持容量Ｃ１に書き込むと共に、そのときドライブト
ランジスタＴ２に流れる駆動電流を保持容量Ｃ１に負帰還し、以ってドライブトランジス
タＴ２の移動度μに対する補正を保持容量Ｃ１に書き込まれた信号電位にかける。
【００３２】
　図８に示した画素回路は、上述した移動度補正機能に加え閾電圧補正機能も備えている
。即ち電源スキャナ（ドライブスキャナ）５はサンプリングトランジスタＴ１が信号電位
Ｖｓｉｇをサンプリングする前に、第１タイミングで給電線ＤＳを第１電位Ｖｃｃから第
２電位Ｖｓｓに切り換える。制御用スキャナ（ライトスキャナ）４は、同じくサンプリン
グトランジスタＴ１が信号電位Ｖｓｉｇをサンプリングする前に、第２タイミングでサン
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プリングトランジスタＴ１を導通させて信号線ＳＬから基準電位Ｖｏｆｓをドライブトラ
ンジスタＴ２のゲートＧに印加すると共に、発光時におけるドライブトランジスタＴ２の
ソースＳを第２電位Ｖｓｓにセットする。電源スキャナ（ドライブスキャナ）５は、第２
タイミングの後の第３タイミングで、給電線ＤＳを第２電位Ｖｓｓから第１電位Ｖｃｃに
切り換えて、ドライブトランジスタＴ２の閾電圧Ｖｔｈに相当する電圧を保持容量Ｃ１に
保持しておく。かかる閾電圧補正機能より、本表示装置は画素毎にばらつくドライブトラ
ンジスタＴ２の閾電圧Ｖｔｈの影響をキャンセルすることができる。なお、第１タイミン
グと第２タイミングの前後は問わない。
【００３３】
　図８に示した画素回路２はさらにブートストラップ機能も備えている。即ちライトスキ
ャナ４は、保持容量Ｃ１に信号電位Ｖｓｉｇが保持された時点で、サンプリングトランジ
スタＴ１を非導通状態にしてドライブトランジスタＴ２のゲートＧを信号線ＳＬから電気
的に切り離し、以ってドライブトランジスタＴ２のソース電位の変動にゲート電位が連動
しゲートＧとソースＳ間の電圧Ｖｇｓを一定に維持する。発光素子ＥＬの電流／電圧特性
が経時変動しても、ゲート電圧Ｖｇｓを一定に維持することができ、輝度の変化が生じな
い。
【００３４】
　本発明の特徴事項として、発光素子ＥＬは、アノード及びカソードになる一対の電極を
有し、一対の電極のうち片方をＮ個に分割することで、発光素子ＥＬがＮ個のサブ発光素
子ＥＬ１，ＥＬ２，ＥＬ３に分割されている。Ｎ個のサブ発光素子は、ドライブトランジ
スタＴ２から駆動電流の供給を受け、全体として映像信号に応じた輝度で発光する。一つ
のサブ発光素子に欠陥がある場合、これを画素２から切り離して、駆動電流を残りのサブ
発光素子に供給すると共に、駆動電流Ｉｄｓを、画素が正常な場合に比べて（Ｎ－１）／
Ｎに抑える。
【００３５】
　図９は、図８に示した画素の動作説明に供するタイミングチャートである。このタイミ
ングチャートは時間軸を共通にして、走査線ＷＳの電位変化、給電線ＤＳの電位変化、信
号線ＳＬの電位変化を表してある。走査線ＷＳの電位変化は制御信号を表し、サンプリン
グトランジスタＴ１の開閉制御を行っている。給電線ＤＳの電位変化は、電源電圧Ｖｃｃ
，Ｖｓｓの切換えを表している。また信号線ＳＬの電位変化は入力信号の信号電位Ｖｓｉ
ｇと基準電位Ｖｏｆｓの切換えを表している。またこれらの電位変化と並行に、ドライブ
トランジスタＴ２のゲートＧ及びソースＳの電位変化も表している。前述したようにゲー
トＧとソースＳの電位差がＶｇｓである。
【００３６】
　このタイミングチャートは画素の動作の遷移に合わせて期間を（１）～（７）のように
便宜的に区切ってある。当該フィールドに入る直前の期間（１）では発光素子ＥＬが発光
状態にある。その後線順次走査の新しいフィールドに入ってまず最初の期間（２）で給電
線ＤＳを第１電位Ｖｃｃから第２電位Ｖｓｓに切り換える。次の期間（３）に進み入力信
号をＶｓｉｇからＶｏｆｓに切り換える。さらに次の期間（４）でサンプリングトランジ
スタＴ１をオンする。この期間（２）～（４）でドライブトランジスタＴ２のゲート電圧
及び発光時におけるソース電圧を初期化する。その期間（２）～（４）は閾電圧補正のた
めの準備期間であり、ドライブトランジスタＴ２のゲートＧがＶｏｆｓに初期化される一
方、ソースＳがＶｓｓに初期化される。続いて閾値補正期間（５）で実際に閾電圧補正動
作が行われ、ドライブトランジスタＴ２のゲートＧとソースＳとの間に閾電圧Ｖｔｈに相
当する電圧が保持される。実際にはＶｔｈに相当する電圧が、ドライブトランジスタＴ２
のゲートＧとソースＳとの間に接続された保持容量Ｃ１に書き込まれることになる。この
後一旦サンプリングトランジスタＴ１をオフし、書込期間／移動度補正期間（６）に進む
。ここで映像信号の信号電位ＶｓｉｇがＶｔｈに足し込まれる形で保持容量Ｃ１に書き込
まれると共に、移動度補正用の電圧ΔＶが保持容量Ｃ１に保持された電圧から差し引かれ
る。この書込期間／移動度補正期間（６）では、信号線ＳＬが信号電位Ｖｓｉｇにある時
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間帯にサンプリングトランジスタＴ１を導通状態にする必要がある。この後発光期間（７
）に進み、信号電位Ｖｓｉｇに応じた輝度で発光素子が発光する。その際信号電位Ｖｓｉ
ｇは閾電圧Ｖｔｈに相当する電圧と移動度補正用の電圧ΔＶとによって調整されているた
め、発光素子ＥＬの発光輝度はドライブトランジスタＴ２の閾電圧Ｖｔｈや移動度μのば
らつきの影響を受けることはない。なお発光期間（７）の最初でブートストラップ動作が
行われ、ドライブトランジスタＴ２のゲートＧ／ソースＳ間電圧Ｖｇｓを一定に維持した
まま、ドライブトランジスタＴ２のゲート電位及びソース電位が上昇する。
【００３７】
　引き続き図１０～図１７を参照して、図８に示した画素回路の動作を詳細に説明する。
まず図１０に示したように発光期間（１）では、電源電位がＶｃｃにセットされ、サンプ
リングトランジスタＴ１はオフしている。このときドライブトランジスタＴ２は飽和領域
で動作するようにセットされているため、発光素子ＥＬに流れる駆動電流Ｉｄｓはドライ
ブトランジスタＴ２のゲートＧ／ソースＳ間に印加される電圧Ｖｇｓに応じて、前述した
トランジスタ特性式で示される値を取る。
【００３８】
　続いて図１１に示すように準備期間（２），（３）に入ると給電線（電源ライン）の電
位をＶｓｓにする。このときＶｓｓは発光素子ＥＬの閾電圧Ｖｔｈｅｌとカソード電圧Ｖ
ｃａｔの和よりも小さくなるように設定している。即ちＶｓｓ＜Ｖｔｈｅｌ＋Ｖｃａｔで
あるので、発光素子ＥＬは消灯し、電源ライン側がドライブトランジスタＴ２のソースと
なる。このとき発光素子ＥＬのアノードはＶｓｓに充電される。
【００３９】
　さらに図１２に示すように次の準備期間（４）に入ると、信号線ＳＬの電位がＶｏｆｓ
になる一方サンプリングトランジスタＴ１がオンして、ドライブトランジスタＴ２のゲー
ト電位をＶｏｆｓとする。この様にして発光時におけるドライブトランジスタＴ２のソー
スＳ及びゲートＧが初期化され、このときのゲートソース間電圧ＶｇｓはＶｏｆｓ－Ｖｓ
ｓの値となる。Ｖｇｓ＝Ｖｏｆｓ－ＶｓｓはドライブトランジスタＴ２の閾電圧Ｖｔｈよ
りも大きな値となるように設定されている。この様にＶｇｓ＞Ｖｔｈになるようにドライ
ブトランジスタＴ２を初期化することで、次に来る閾電圧補正動作の準備が完了する。
【００４０】
　続いて図１３に示すように閾電圧補正期間（５）に進むと、給電線ＤＳ（電源ライン）
の電位がＶｃｃに戻る。電源電圧をＶｃｃとすることで発光素子ＥＬのアノードがドライ
ブトランジスタＴ２のソースＳとなり、図示のように電流が流れる。このとき発光素子Ｅ
Ｌの等価回路は図示のようにダイオードＴｅｌと容量Ｃｅｌの並列接続で表される。アノ
ード電位（即ちソース電位Ｖｓｓ）がＶｃａｔ＋Ｖｔｈｅｌよりも低いので、ダイオード
Ｔｅｌはオフ状態にあり、そこに流れるリーク電流はドライブトランジスタＴ２に流れる
電流よりもかなり小さい。よってドライブトランジスタＴ２に流れる電流はほとんどが保
持容量Ｃ１と等価容量Ｃｅｌを充電するために使われる。その後一旦サンプリングトラン
ジスタＴ１をオフする。
【００４１】
　図１４は図１３に示した閾電圧補正期間（５）におけるドライブトランジスタＴ２のソ
ース電圧の時間変化を表している。図示するように、ドライブトランジスタＴ２のソース
電圧（即ち発光素子ＥＬのアノード電圧）は時間と共にＶｓｓから上昇する。閾電圧補正
期間（５）が経過するとドライブトランジスタＴ２はカットオフし、そのソースＳとゲー
トＧとの間の電圧ＶｇｓはＶｔｈとなる。このときソース電位はＶｏｆｓ－Ｖｔｈで与え
られる。この値Ｖｏｆｓ－Ｖｔｈは依然としてＶｃａｔ＋Ｖｔｈｅｌよりも低くなってい
れば、発光素子ＥＬは遮断状態にある。
【００４２】
　次に図１５に示すように書込期間／移動度補正期間（６）に入ると、サンプリングトラ
ンジスタＴ１を再度オンした状態で信号線ＳＬの電位をＶｏｆｓからＶｓｉｇに切り換え
る。このとき信号電位Ｖｓｉｇは階調に応じた電圧となっている。ドライブトランジスタ
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Ｔ２のゲート電位はサンプリングトランジスタＴ１をオンしているためＶｓｉｇとなる。
一方ソース電位は電源Ｖｃｃから電流が流れるため時間と共に上昇していく。この時点で
もドライブトランジスタＴ２のソース電位が発光素子ＥＬの閾電圧Ｖｔｈｅｌとカソード
電圧Ｖｃａｔの和を超えていなければ、ドライブトランジスタＴ２から流れる電流はもっ
ぱら等価容量Ｃｅｌと保持容量Ｃ１の充電に使われる。このとき既にドライブトランジス
タＴ２の閾電圧補正動作は完了しているため、ドライブトランジスタＴ２が流す電流は移
動度μを反映したものとなる。具体的に言うと移動度μが大きいドライブトランジスタＴ
２はこのときの電流量が大きく、ソースの電位上昇分ΔＶも大きい。逆に移動度μが小さ
い場合ドライブトランジスタＴ２の電流量が小さく、ソースの上昇分ΔＶは小さくなる。
かかる動作によりドライブトランジスタＴ２のゲート電圧Ｖｇｓは移動度μを反映してΔ
Ｖだけ圧縮され、移動度補正期間（６）が完了した時点で完全に移動度μを補正したＶｇ
ｓが得られる。
【００４３】
　図１６は、上述した移動度補正期間（６）におけるドライブトランジスタＴ２のソース
電圧の時間的な変化を示すグラフである。図示するようにドライブトランジスタＴ２の移
動度が大きいとソース電圧は速く上昇し、それだけＶｇｓが圧縮される。即ち移動度μが
大きいとその影響を打ち消すようにＶｇｓが圧縮され、駆動電流が抑制できる。一方移動
度μが小さい場合ドライブトランジスタＴ２のソース電圧はそれほど速く上昇しないので
、Ｖｇｓも強く圧縮を受けることはない。したがって移動度μが小さい場合、ドライブト
ランジスタのＶｇｓは小さい駆動能力を補うように大きな圧縮がかからない。
【００４４】
　図１７は発光期間（７）の動作状態を表している。この発光期間（７）ではサンプリン
グトランジスタＴ１をオフして発光素子ＥＬを発光させる。ドライブトランジスタＴ２の
ゲート電圧Ｖｇｓは一定に保たれており、ドライブトランジスタＴ２は前述した特性式に
従って一定の電流Ｉｄｓ´を発光素子ＥＬに流す。発光素子ＥＬのアノード電圧（即ちド
ライブトランジスタＴ２のソース電圧）は発光素子ＥＬにＩｄｓ´という電流が流れるた
め、Ｖｘまで上昇しこれがＶｃａｔ＋Ｖｔｈｅｌを超えた時点で発光素子ＥＬが発光する
。発光素子ＥＬは発光時間が長くなるとその電流／電圧特性は変化してしまう。そのため
図１６に示したソースＳの電位が変化する。しかしながらドライブトランジスタＴ２のゲ
ート電圧Ｖｇｓはブートストラップ動作により一定値に保たれているので、発光素子ＥＬ
に流れる電流Ｉｄｓ´は変化しない。よって発光素子ＥＬの電流／電圧特性が劣化しても
、一定の駆動電流Ｉｄｓ´が常に流れていて、発光素子ＥＬの輝度が変化することはない
。
【００４５】
　以上説明した本発明における表示装置は、フラットパネル形状を有し、様々な電子機器
、例えば、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピューター、携帯電話、ビデオカメ
ラなど、電子機器の本体部に入力された、若しくは、本体部内で生成した情報を画像若し
くは映像として表示するあらゆる分野の電子機器のディスプレイ(表示部)に適用すること
が可能である。以下この様な表示装置が適用された電子機器の例を示す。
【００４６】
　図１８は本発明が適用されたテレビであり、フロントパネル１２、フィルターガラス１
３等から構成される映像表示画面１１を含み、本発明の表示装置をその映像表示画面１１
に用いることにより作製される。
【００４７】
　図１９は本発明が適用されたデジタルカメラであり、上が正面図で下が背面図である。
このデジタルカメラは、撮像レンズ、フラッシュ用の発光部１５、表示部１６、コントロ
ールスイッチ、メニュースイッチ、シャッター１９等を含み、本発明の表示装置をその表
示部１６に用いることにより作製される。
【００４８】
　図２０は本発明が適用されたノート型パーソナルコンピュータであり、本体２０には文
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示部２２を含み、本発明の表示装置をその表示部２２に用いることにより作製される。
【００４９】
　図２１は本発明が適用された携帯端末装置であり、左が開いた状態を表し、右が閉じた
状態を表している。この携帯端末装置は、上側筐体２３、下側筐体２４、連結部（ここで
はヒンジ部）２５、ディスプレイ２６、サブディスプレイ２７、ピクチャーライト２８、
カメラ２９等を含み、本発明の表示装置をそのディスプレイ２６やサブディスプレイ２７
に用いることにより作製される。
【００５０】
　図２２は本発明が適用されたビデオカメラであり、本体部３０、前方を向いた側面に被
写体撮影用のレンズ３４、撮影時のスタート／ストップスイッチ３５、モニター３６等を
含み、本発明の表示装置をそのモニター３６に用いることにより作製される。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明に係るアクティブマトリクス表示装置の第一実施形態の全体構成を示すブ
ロック図である。
【図２】図１に示した表示装置に含まれる画素の具体的な構成を示す回路図である。
【図３】図２に示した画素の動作説明に供する模式図である。
【図４】図２及び図３に示した画素の断面構造を模式的に示した断面図である。
【図５】画素の輝度劣化を示すグラフである。
【図６－１】同じく画素の輝度劣化を示すグラフである。
【図６－２】本発明に係る表示装置の制御方式を示すブロック図である。
【図７】本発明に係るアクティブマトリクス表示装置の第二実施形態を示す全体ブロック
図である。
【図８】図７に示した第二実施形態に含まれる画素の構成を示す回路図である。
【図９】図８に示した画素の動作説明に供するタイミングチャートである。
【図１０】図８に示した画素の動作説明に供する模式図である。
【図１１】同じく動作説明に供する模式図である。
【図１２】同じく動作説明に供する模式図である。
【図１３】同じく動作説明に供する模式図である。
【図１４】同じく動作説明に供するグラフである。
【図１５】同じく動作説明に供する模式図である。
【図１６】同じく動作説明に供するグラフである。
【図１７】同じく動作説明に供する模式図である。
【図１８】本発明にかかる表示装置を備えたテレビジョンセットを示す斜視図である。
【図１９】本発明にかかる表示装置を備えたデジタルスチルカメラを示す斜視図である。
【図２０】本発明にかかる表示装置を備えたノート型パーソナルコンピューターを示す斜
視図である。
【図２１】本発明にかかる表示装置を備えた携帯端末装置を示す模式図である。
【図２２】本発明にかかる表示装置を備えたビデオカメラを示す斜視図である。
【符号の説明】
【００５２】
１・・・画素アレイ部、２・・・画素、３・・・水平セレクタ、４・・・ライトスキャナ
、Ｔ１・・・サンプリングトランジスタ、Ｔ２・・・ドライブトランジスタ、Ｃ１・・・
保持容量、ＥＬ・・・発光素子、ＥＬ１・・・サブ発光素子、ＥＬ２・・・サブ発光素子
、ＥＬ３・・・サブ発光素子、ＷＳ・・・走査線、ＳＬ・・・信号線
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